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1. Vandenilio išskyrimo iš vandens garų būdas, apimantis molekulinių teigiamų jonų implantaciją į nanostruktūrines membranas, kurios talpinamos į vandens garų plazmą ir kurioms suteikiamas neigiamas impulsinis potencialas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad
a) suformuoja nanostruktūrinę membraną ant paviršiaus porėto padėklo,

b) patalpina membraną į vakuuminę kamerą,

c) atsiurbia kamerą iki aukšto vakuumo,

d) suformuoja kameroje darbinių dujų mišinį, susidedantį iš vandens garų ir inertinių (Ar ar He) dujų,

e) jonizuoja darbines dujas ir taip suformuoja plazmą, kuri susideda iš teigiamų ir neigiamų molekulinių jonų bei atomų ir elektronų,

f) į padėklą su membrana paduoda impulsinį neigiamą potencialą plazmos potencialo atžvilgiu ir taip suformuoja srautą teigiamų molekulinių jonų, krintančių į membranos paviršių su energijomis, kurias apibrėžia suteikto potencialo dydis,

g) suskaldo molekulinius jonus membranos paviršiniame sluoksnyje į juos sudarančius vandenilio ir deguonies atomus, kurie lokalizuojasi membranos medžiagos tarpmazgiuose,

h) sukaupia deguonies atomus paviršiniame sluoksnyje, kur jie formuoja cheminius junginius su metalo atomais ir yra surišami, o vandenilio atomus, kurių difuzijos koeficientas yra žymiai didesnis už deguonies atomų difuzijos koeficientą membranos medžiagoje prie fiksuotos temperatūros, perneša iš paviršinio sluoksnio išilgai visos membranos į porėtą laikiklį,

i) surenka vandenilį, laisvai praėjusį pro porėtą laikiklį, surenkamajame inde.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (a) stadijoje suformuoja ploną (2-5 mikronų storio) nanostruktūrinę (kristalitų dydis – 15-50 nm) membraną bet kuriuo žinomu plonų nanokristalinių dangų nusodinimo būdu.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (c) stadijoje kamerą atsiurbia iki 10-2 Pa ir aukštesnio vakuumo.
4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (d) stadijoje formuoja vandens garų ir inertinių (Ar ar He) dujų, kurių koncentracija neviršija 2-5 atominių procentų, mišinį, kol pasiekia 1-10 Pa slėgį.

5. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (f) stadijoje teigiamus jonus ištraukia iš plazmos, jiems suteikia kinetinę energiją ir nukreipia į membranos paviršių, suteikus membranai 20-50 (s trukmės impulsinį neigiamą 500-1000V potencialą plazmos potencialo atžvilgiu.

6. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (g) stadijoje implantuojamų molekulinių jonų skaldymą atlieka membranos paviršiniame sluoksnyje sąveikos su membranos atomais metu ir pasiekia 100% molekulinių jonų disociaciją.
7. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (h) stadijoje laisvus vandenilio ir deguonies atomus membranoje atskiria, deguonies atomus palieka membranos paviršiniame sluoksnyje, o vandenilio atomus perneša iš paviršinio sluoksnio išilgai visos membranos.

